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【緒 言】 近年，世界各地の途上国からはヒ素に汚染

された地下水による慢性的な健康被害が報告されてい

る1)．そのためヒ素除去の必要性が高まっているが，

特にAs(Ⅲ) の無機化合物である亜ヒ酸の直接的かつ

有効な除去方法は存在せず開発が望まれている．そこ

で本研究ではヒ酸（As(Ⅴ) の無機化合物）のみならず

亜ヒ酸も多く吸着する水酸化鉄である高活性ヒ素吸着

剤のヒ素除去能力を検討した．さらに赤外吸収分光法，

ラマン分光法により吸着機構の検討を行った． 
【実 験】 破過実験 硫酸第一鉄を次亜塩素酸ナトリ

ウムと水酸化ナトリウムで処理して得た水酸化鉄を吸

着剤として用いた．直径 1 cmのガラス製カラムに吸着

剤を 2.36 cm3つめた．約 0.3~0.7ppmの亜ヒ酸溶液をカ

ラムの下部から 空間速度SV15 h-1 で流入させた．流

出液中のヒ素濃度を原子吸光光度計（VARIAN, 
AA240FS）により測定した． 
ヒ素の吸着機構の解析 100 mlの共栓付三角フラスコ

に 400 ppmの亜ヒ酸，またはヒ酸溶液 50 mlをいれ，精

秤した吸着剤 0.100 gを加えた．25 ℃，160 rpmの条件

下で 1 週間，振とうを行った．その後，0.45 μmのメン

ブランフィルターにて吸引ろ過し，吸着剤を純水によ

り十分洗浄した．凍結乾燥により各試料を作成した．

KBrにより各試料を希釈し，FT-IR（JASCO , FT-IR630）
によりIR測定を行った．また，ラマン分光装置（JASCO, 
NRS-3100）により測定を行った． 
【結果および考察】 破過実験によるヒ素除去能力の

検討 Fig. 1 にSV15 h-1における破過曲線を示した．破

過濃度を 10 ppbとした場合 82 日が破過点となった．

吸着剤の容積に対して約 3.0×104倍のヒ素原液を処理

したことになる．吸着量は 9.9 mg/gとなった．最近，

有用として報告された水酸化鉄を基としたポリマー吸

着剤のヒ素吸着量は 5.5 mg-As(Ⅲ)/gであることから2)，

本吸着剤の吸着能力が高いことがわかった． 
高活性ヒ素吸着剤の赤外吸収分光，ラマン分光分析 
400 ppmの亜ヒ酸，またはヒ酸を吸着させた試料の拡

散反射FT-IR，ラマン測定結果をFig. 2 に示した．Fig. 2 
(a)からはヒ酸に由来するピークが~810 cm-1に見られ

た．~810 cm-1のピークはAs-O-Feの振動に由来し，水

酸化鉄と二座配位二核錯体を形成していることがわか

った3)．Fig. 2 (b) からはヒ酸，および亜ヒ酸由来のピ

ークが~840 cm-1に見られた．ヒ酸の~840 cm-1のピーク

はAs-Oの振動に由来し二座配位二核錯体を形成して

いることを示している4)．亜ヒ酸は二座配位二核錯体

を形成することが報告されており5)，なおかつヒ酸と

同じ位置にピークが存在することからヒ酸と同様に鉄

と二座配位二核錯体を形成していると考えられる． 
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Fig. 1  Breakthrough curve at SV15 h-1 
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Fig. 2   Infrared spectra and Raman spectra of arsenate or 
arsenite adsorbed on adsorbent  
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